
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－215618
(P2003－215618A)

(43)公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�2�F  1/1343  

   � � � �   1/1337  

   �G�0�9�F  9/30    330

   � � � �   9/35    

   �G�0�2�F  1/1343  

   � � � �   1/1337  

   �G�0�9�F  9/30    330 Z

   � � � �   9/35    

�2�H�0�9�0

�2�H�0�9�2

�5�C�0�9�4

審査請求 未請求 請求項の数 8　ＯＬ（全 5 数）

(21)出願番号 特願2002－17628(P2002－17628)

(22)出願日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 倉内 昭一

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2  株式会

社東芝深谷工場内

(72)発明者 川田 靖

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2  株式会

社東芝深谷工場内

(74)代理人 100062764

弁理士 樺澤 襄 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】  確実に配向分割可能な液晶表示素子を提供す
る。
【解決手段】  画素電極23をスリット24で完全に分割す
ることにより、スリット24に沿った部分で電界の方向を
一定にして配向分割できる。スリット24の全体に亘って
液晶13の配向を制御して横方向へのねじれが生じたりせ
ず、スリット24の近傍で乱れた電界が生じないため透過
率が低下したり残像あるいはリバースがなくなり応答性
も向上する。画素電極のスリットがブリッジで分断され
ているマルチドメイン型ＶＡＮ型液晶に比べて輝度が高
く、残像、リバースなどもなく画質品位が向上する。画
素電極部間の接続は画素電極23とは別個に液晶13とは反
対の透明基板14側に位置させて電気的な接続をしている
ため、電界が乱れることを防止しつつ電気的接続を得る
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  対向配置された２枚の基板と、
これら基板間に挟持された液晶と、
前記基板の一方の前記液晶側に一画素を複数に分割して
形成した画素電極と、
この画素電極の前記液晶側とは反対側に設けられそれぞ
れ分割した部分を電気的に接続するブリッジとを具備し
たことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】  画素電極は、マトリクス状に複数配設さ
れ、
これらそれぞれの画素電極を制御するスイッチング素子
と、
これらスイッチング素子に接続される走査線および信号
線とを具備したことを特徴とする請求項１記載の液晶表
示素子。
【請求項３】  ブリッジは、走査線および信号線のいず
れかと同じ材料で形成されたことを特徴とする請求項２
記載の液晶表示素子。
【請求項４】  ブリッジは、同じ材料で形成される走査
線および信号線のいずれかと同一工程で形成されること
を特徴とする請求項３記載の液晶表示素子。
【請求項５】  ブリッジは、透光性導電材料で形成され
たことを特徴とする請求項１記載の液晶表示素子。
【請求項６】  ブリッジは、１つの画素電極に対して１
つであることを特徴とする請求項１記載の液晶表示素
子。
【請求項７】  画素電極およびブリッジ間に介挿される
絶縁層と、この絶縁層に形成され画素電極およびブリッ
ジを電気的に接続するためのコンタクトホールとを具備
したことを特徴とする請求項１記載の液晶表示素子。
【請求項８】  画素電極は、配向分割用に分割されてい
ることを特徴とする請求項１記載の液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、１つの画素電極が
複数に分割された液晶表示素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、液晶表示素子を用いた表示装置
は、軽量、薄型および低消費電力などであるために、オ
フィスオートメーション機器、情報端末、時計あるいは
テレビなどのさまざまな分野に用いられている。特に、
画素電極を薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor）
で制御する液晶表示素子は、応答性から携帯テレビやコ
ンピュータなど多くの情報を含むデータの表示用モニタ
に用いられている。
【０００３】また、近年、情報量の増加に伴い画像の精
細度や表示速度の向上が要求され、精細度の向上には薄
膜トランジスタが形成されるアレイ基板の構造の微細化
により対応している。
【０００４】一方、光をスイッチングする液晶層では画
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素の微細化に伴い単位時間当たりの動作速度を短くする
ために、液晶材料の応答速度が現在のモードより２倍～
数十倍速いものが要求される。これらの要求を満たす液
晶モードとしてネマチック液晶を用いたＯＣＢ方式、Ｖ
ＡＮ方式、ＨＡＮ方式、π配列方式、スメクチック液晶
を用いた界面安定型強誘電性液晶（Surface Stabilized
 Ferroelectric Liquid Crystal）方式、反強誘電性液
晶方式が用いられている。特に、ＶＡＮ方式の配向モー
ドでは従来のツイストネマチック型（ＴＮ）モードより
速い応答速度が得られることや、垂直配向の採用により
静電気破壊など不良原因が発生するおそれがあるラビン
グ配向処理工程を削除可能である。さらに、ＶＡＮ方式
の配向モードは視野角の補償設計が容易で、液晶分子の
チルト方向が互いに異なる複数のドメインに液晶層を分
割するマルチドメイン方式を採用することにより視野角
をより広くできる。
【０００５】ここで、カラーのアクティブマトリクス型
の液晶表示装置について説明する。
【０００６】この液晶表示装置は、マトリクスアレイ基
板と対向基板とをスペーサにより間隙を介して対向さ
せ、これらマトリクスアレイ基板および対向基板の間隙
の周囲を接着剤で固定し、この接着剤で囲われたマトリ
クスアレイ基板および対向基板間に液晶を封入して挟持
している。
【０００７】また、マトリクスアレイ基板は、複数の走
査線および複数の信号線が直交して配設され、これら走
査線および信号線の交点にアモルファスシリコンやポリ
シリコンを半導体層とした薄膜トランジスタが配設さ
れ、この薄膜トランジスタに対応して画素電極がマトリ
クス状に配設されている。
【０００８】一方、対向基板上には、三原色の着色層の
ついたカラーフィルタおよび対向電極が積層して形成さ
れている。
【０００９】また、近年ではマトリクスアレイ基板およ
び対向基板の貼り合わせ精度低減や開口率向上の手段と
して、アレイ基板上のスイッチング素子と画素電極の間
にカラーフィルタ層や透明絶縁膜を形成する方法があ
る。この方法ではスイッチング素子と画素電極をコンタ
クトさせるためにカラーフィルタ層や、透明絶縁膜にコ
ンタクトホールが形成される。
【００１０】ここで、マルチドメイン方式のＶＡＮ型の
配向モードの液晶表示素子について図５を参照して説明
する。
【００１１】図５に示すように、この液晶表示素子はマ
トリクスアレイ基板の画素電極１にスリット２を形成し
対向基板に突起３を形成した場合、マトリクスアレイ基
板と対向基板とを所定の配置に貼り合わせる必要があ
り、配置にずれが生ずると互いに視野角補償するための
ドメインの面積が大きく異なるため、表示むらあるいは
透過率の低下などの原因となる。
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【００１２】また、画素電極１の複数の画素電極部４は
互いに同電位にする必要があるため、分割された画素電
極部４を互いに電気的に接続しておかなければならず、
スリット２で完全に分離できないため、スリット２の一
部に電気的接続を目的としたブリッジ５を形成しておく
必要がある。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ブリッ
ジ５では液晶の配向分割ができず、画素電極１に電圧を
印加した際の液晶の倒れ方が均一でなくなる。さらに、
ブリッジ５で電界が乱れるために液晶は制御されずに倒
れるため、横方向へのねじれを生じ、液晶の透過率低下
や残像あるいはリバースを生ずる問題を有している。
【００１４】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
で、確実に配向分割可能な液晶表示素子を提供すること
を目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】本発明は、対向配置され
た２枚の基板と、これら基板間に挟持された液晶と、前
記基板の一方の前記液晶側に一画素を複数に分割して形
成した画素電極と、この画素電極の前記液晶側とは反対
側に設けられそれぞれ分割した部分を電気的に接続する
ブリッジとを具備したもので、画素電極を複数に完全に
分割しても、液晶側とは反対側でブリッジに接続するこ
とにより一画素のそれぞれ分割された画素電極を等しい
電位にすることが可能であるとともに、画素電極を完全
に分割することができることにより、分割されている部
分での電界が安定して確実に配向分割が可能になり液晶
の配向を制御して一定にできるため、表示品位が向上す
るとともに応答速度が向上する。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示素子の一
実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１７】図１に示すように、マトリクスアレイ基板
11に対向基板12を間隙を介して対向して配置し、これら
マトリクスアレイ基板11および対向基板12間の周囲を接
着剤で接着し、これらマトリクスアレイ基板11および対
向基板12間に液晶組成物を封入して挟持し液晶13を形成
する。
【００１８】また、マトリクスアレイ基板11には、ガラ
ス基板などの絶縁性を有する透明基板14上にスイッチン
グ素子となる薄膜トランジスタ15を形成する。
【００１９】この薄膜トランジスタ15を形成するに際し
ては、透明基板14上に走査線となるゲート線16をモリブ
デンあるいはモリブデン／アルミニウム／モリブデンの
積層膜で膜厚約０．３μｍスパッタリングにより成膜
し、フォトリソグラフィにより所定の形状にパターン形
成する。また、このゲート線16と同一工程で同一材料に
よりブリッジ17を形成する。そして、ゲート線16上に膜
厚０．１５μｍの二酸化珪素あるいは窒化珪素の図示し

4
ないゲート絶縁膜層を形成し、このゲート絶縁膜層上に
同様に図示しないアモルファスシリコンあるいはポリシ
リコンの半導体層を形成する。さらに、この半導体層上
にそれぞれ膜厚０．３μｍのＩＴＯ（Indium Tin Oxid
e）の信号線18およびソース電極19を形成して薄膜トラ
ンジスタ15を形成する。
【００２０】次に、この薄膜トランジスタ15に対応し
て、絶縁層としても機能する赤色の着色層21Rを形成す
る。この赤色の着色層21Rは、赤色の顔料を分散させた
感光性レジストＣＲ－２０００（富士ハントエレクトロ
ニクステクノロジー株式会社製）をスピンナを用いて薄
膜トランジスタ15が形成された透明基板14上の全面に塗
布し、９０℃で１０分乾燥させた後、赤色の着色層21R
を形成する部分のみに紫外線を照射し、透明基板14の外
周部の幅１０μｍおよび２０μｍ×２０μｍのコンタク
トホール22では紫外線が遮光されるようなフォトマスク
を介し、露光量が２００ｍＪ／ｃｍ2となるように露光
する。そして、水酸化カリウム１ｗｔ％水溶液で２０秒
間現像し、２００℃で６０分焼成して、赤色の着色層21
Rを形成する。
【００２１】同様に、緑の着色材料としてＣＧ－２００
０（富士ハントエレクトロニクステクノロジー株式会社
製）を用いて緑色の着色層21Gおよび青の着色材料とし
てＣＢ－２０００（富士ハントエレクトロニクステクノ
ロジー株式会社製）を用いて青色の着色層21Bを順次形
成することにより、赤色の着色層21R、緑色の着色層21G
および青色の着色層21Bの膜厚がそれぞれ１．５μｍの
三原色の絶縁層としてのカラーフィルタ層21が形成され
る。
【００２２】さらに、感光性の黒色樹脂をスピンナで塗
布し、９０℃で１０分乾燥させた後、マトリクスアレイ
基板11の表示エリアの外周部で幅３ｍｍに紫外線が照射
されるようなフォトマスクを介して、露光量３００ｍＪ
／ｃｍ2で露光する。そして、ｐＨ＝１１．５のアルカ
リ性水溶液で現像し、２００℃で６０分焼成することに
より、図示しない黒色樹脂を形成した。
【００２３】その後、これらカラーフィルタ層21上にＩ
ＴＯを膜厚約０．１μｍの厚さにスパッタリングし、図
２に示すように、フォトリソグラフィにより、薄膜トラ
ンジスタ15に対応してマトリクス状に画素電極23を形成
し、この画素電極23には画素電極23の短手方向の中心線
を軸として線対称となるように斜め方向に欠落部となる
配向分割用のスリット24を形成する。このスリット24に
より、画素電極23は複数の画素電極部23aに分割されそ
れぞれ独立する。しかし、画素電極部23aはそれぞれコ
ンタクトホール22を介してブリッジ17に接触することに
より、ブリッジ17を介して画素電極部23a毎に電気的に
接続されて画素電極部23aは互いに同電位になり、一画
素内の画素電極23は等しい電位になる。
【００２４】一方、対向基板12は、同様にガラス基板な
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どの絶縁性を有する透明基板31上にＩＴＯの共通電極32
を形成する。
【００２５】そして、共通電極23上に対向突起25が形成
される。対向突起25は、マトリクスアレイ基板と貼り合
わせた際に図２および図３に示すような位置となるよう
に配置される。
【００２６】さらに、マトリクスアレイ基板11および対
向基板12に、それぞれ垂直配向膜材料を塗布してそれぞ
れ配向膜33，34を形成する。そして、マトリクスアレイ
基板11および対向基板12のそれぞれの端面を治具で位置
合わせして対向させ、マトリクスアレイ基板11および対
向基板12の周囲に注入口を残してエポキシ系の熱硬化樹
脂の図示しない接着剤ＸＮ－２１５（三井東圧化学株式
会社製）を用いて貼り合わせる。続いて、マトリクスア
レイ基板11および対向基板12間に誘電率異方性が負の液
晶組成物を注入し、注入口を紫外線硬化樹脂で封止す
る。
【００２７】そして、マトリクスアレイ基板11および対
向基板12の両面に、ＬＬＣ２－９２１８Ｓ（株式会社サ
ンリッツ製）の偏光板35，36を貼付し、液晶表示素子で
ある液晶セルとする。
【００２８】実験によると、画素電極23をスリット24で
完全に分割することにより、スリット24に沿った部分で
電界の方向を一定にして配向分割することができるた
め、スリット24の全体に亘って液晶13の配向を制御して
横方向へのねじれが生じたりせず、スリット24の近傍で
乱れた電界が生じないため透過率が低下したり残像ある
いはリバースがなくなり応答性も向上し、従来の画素電
極のスリットがブリッジで分断されているマルチドメイ
ン型ＶＡＮ型液晶に比べて輝度が高く、残像、リバース
などもなく画質品位が向上する。また、画素電極部23a
間の接続は画素電極23とは別個に液晶13とは反対の透明
基板14側に位置させて電気的な接続をしているため、電
界が乱れることを防止しつつ電気的接続を得ることがで
きる。
【００２９】なお、上記実施の形態では、マトリクスア
レイ基板11にカラーフィルタ層21を形成したものについ
て説明したが、このカラーフィルタ層の部分を絶縁性を
有する透明樹脂にし、対向基板12側にカラーフィルタ層
を形成したものについても同様の作用、効果を得ること
ができる。
【００３０】また、上記実施の形態では、ゲート線16を
製造する工程と同一工程でブリッジ17を形成したが、信
号線18をＩＴＯに代えてモリブデンあるいはモリブデン
／アルミニウム／モリブデンの積層膜で形成し、信号線
18を製造する工程と同一の工程でブリッジ17を形成して
も同様の作用、効果を得ることができる。
【００３１】そして、いずれの場合にも、ゲート線16ま
たは信号線18と同一工程でブリッジ17を形成するため、
工程を多くしたりすることがなく、単にマスクを変換す*
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*ることによりブリッジ17を形成できるため、工程数が増
えないため製造が複雑化することもなく、生産性の低下
を防止できる。
【００３２】さらに、ゲート線16または信号線18のいず
れとも別個に、ブリッジ17を形成してもよい。この場
合、工程数は増加してしまうが、ブリッジ17の形状など
に自由度が高くなる。
【００３３】また、たとえば図３に示すように、１つの
ブリッジ17により３つ以上の画素電極部23aを電気的に
接続できる。この場合、画素電極部23aを接続するため
のコンタクトホールを少なくすることができるため、よ
り電界の乱れを小さくでき、視認性が向上する。そし
て、このように、広い面積に亘りブリッジ17を形成する
場合には、たとえばＩＴＯなどの透光性材料で形成すれ
ば、陰などが生ずることもない。
【００３４】さらに、たとえば図４に示すように、スリ
ット24の形状を異ならせてもよい。この図４に示すスリ
ットは、画素電極23の長手方向の中央に線分を形成し、
この線分の両端からそれぞれ角に向けて形成され、４つ
の画素電極部23aに分割したものである。このように、
スリット24の形状を異ならせて画素電極部23aの形状を
異ならせても同様の効果を得ることができる。また、こ
の図４に示す実施の形態では、それぞれ隣合う画素電極
部23a間をそれぞれブリッジ17で接続しているが、図３
に示す場合と同様に、１つのブリッジで４つの画素電極
部23aを電気的に接続しても同様の効果を得ることがで
きる。
【００３５】
【発明の効果】本発明によれば、画素電極を複数に完全
に分割しても、液晶側とは反対側でブリッジに接続する
ことにより一画素のそれぞれ分割された画素電極を等し
い電位にすることが可能であるとともに、画素電極を完
全に分割することができることにより、分割されている
部分での電界が安定して確実に配向分割が可能になり液
晶の配向を制御して一定にできるため、表示品位が向上
するとともに応答速度を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の液晶表示素子の一実施の形態を示す断
面図である。
【図２】同上画素電極を示す平面図である。
【図３】同上他の実施の形態の画素電極を示す平面図で
ある。
【図４】同上また他の実施の形態の画素電極を示す平面
図である。
【図５】従来例の画素電極を示す平面図である。
【符号の説明】
11    マトリクスアレイ基板
12    対向基板
13    液晶
15    スイッチング素子としての薄膜トランジスタ
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16    走査線としてのゲート線
17    ブリッジ
18    信号線 *

8
*21    絶縁層としてのカラーフィルタ層
22    コンタクトホール
23    画素電極

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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反转。 像素电极部分之间的连接与透明基板14的与用于电连接的液晶13
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